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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ 

НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ n-InSe ТА ЇХНЮ АНІЗОТРОПІЮ 

 

У температурному діапазоні 80  400 К досліджується зміна електропровідностей уздовж та впоперек шарів 

і коефіцієнта Холла для монокристалів n-InSe різного опору після їхнього опромінення різними дозами 

високоенергетичних електронів. Виявлені для високоомних зразків при дозі 30 кГр немонотонні зміни RH  та 

С  з температурою пояснено на основі 2D-3D моделі електронного газу. Установлено, що при вищих дозах 

значно понижуються рухливість уздовж шарів і вертикальна провідність, а анізотропія провідності та 

енергетичний бар’єр між шарами істотно зростають. Результати пояснено посиленням ролі 2D електронів після 

опромінення n-InSe. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА n-InSe И ИХ АНИЗОТРОПИЮ 

 

В температурной области 80  400 К исследуются изменения электропроводностей вдоль и поперек слоев и 

коэффициента Холла для монокристаллов n-InSe различного сопротивления после их облучения разными 

дозами электронов высокой энергии. При дозе облучения 30 кГр для высокоомных образцов обнаружены 

немонотонные изменения RH и С с температурой, которые объяснены на основе 2D-3D модели электронного 

газа. Найдено, что при более высоких дозах подвижность вдоль слоев и вертикальная проводимость 

значительно уменьшаются, а анизотропия электропроводности и энергетический барьер между слоями 

существенно возрастают. Результаты объяснены усилением роли 2D электронов после облучения n-InSe. 
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электропроводности.  

 

I. V. Mintyanskii1, P. I. Savitskii1, Z. D. Kovalyuk1,*, V. T. Maslyuk2, I. G. Megela2 

 
1 Institute for Materials Science Problems, National Academy of Sciences of Ukraine,  

Chernivtsi Branch, Chernivtsi, Ukraine  
2 Institute of Electron Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Uzhgorod, Ukraine 

 

*Corresponding author: chimsp@ukrpost.ua 

 

EFFECT OF THE ELECTRON IRRADIATION ON ELECTRICAL PROPERTIES  

OF n-InSe AND THEIR ANISOTROPY 

 

Changes of the conductivities along and across the layers as well as of the Hall coefficient are investigated in the 

temperature range of 80 to 400 K for n-InSe single crystals of different resistivity after their irradiation with different 

doses of high-energy electrons. For the high-resistive samples irradiated with a dose of 30 kGy non-monotonous 

variations of RH and С with temperature are explained within a 2D-3D model of electron gas was found. It is 

established that at higher doses the mobility along the layers and vertical conductivity essentially decrease whereas the 

conductivity anisotropy and energy barrier between the layers increase significantly. The obtained results are explained 

due to the stronger contribution of 2D electrons after irradiation of n-InSe. 
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